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Siire 120 dakikadir. Kendi not ve kitaplarimizi kullanabilirsiniz. Baskasindan not, kitap,
hesap makinesi vb. alinamaz. Puanlama: 1(35), 2 (35), 3(30).

1. Bir bipolar npn tranzistor i¢in
a- Vee= sabit c¢ikis 6zegrileri yardimiyla Gelistirilmis Ebers-Moll modelinde Early olayini
modellemek iizere 6ngoriilen Mr Early garpanini nasil belirlenebilecegini arastiriniz, bunun
icin ilgili bagintilar1 yazarak bir yontem oneriniz.
b- Olcii sonucu elde edilmis olan Vse = sabit cikis 6zegrisi Sekil-1'de gosterilmistir. Bu
karakteristiklere iliskin niimerik degerler de Tablo-1'de verilmistir.
yoe-VcE degisimini verilen karakteristik yardimiyla nasil belirlenecegini arastirmz. Verilerden
ve Onerdiginiz yontemden yararlanarak, olcii biiyiikliikleri verilen npn tranzistor icin M;
Early carpanimi ve mckapasite gradyan faktoriinii belirleyiniz.
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Tablo 1. Sekil-1 i¢in niimerik veriler. Sekil-1. Sabit Vgg ¢ikis Ozegrisi.
2.
a- Tablo-2'deki verilerden yararlanarak bir bipolar npn tranzistora iliskin Prwm, Isg, ner, Ikr, Iso
parametrelerini belirleyiniz. Tablodaki veriler T=300K icin elde edilmistir.
b- Buldugunuz Iso, Isz ve P parametreleri T = 100°C de hangi degeri alirlar? Hesaplayimiz.
X11=3, Xqg=1.5, a = 7.02x10™, B = 1108K , Eg (0) = 1.16eV olarak belirlenmistir.
Tablo-2.
Ic(uA) 1 10 20 40 60 80 100 300 600 700 900
VBE(mV) [471.5 |532 549 567 377 586 590 618 637 641 647
Be 11 29 38.5 |49 56 61 65 85.8 |98.2 |100.6 [104.7
le(mA) 1 2 3 4 7 9 10 20 30 40 100
VBE(mV) (652.6]669.5 [680 687 703 709.5 | 713 734 747 758 800
e 106 |116 119 121 1242 (124.4 (124 118 111 105 77




3. Bir islemsel kuvvetlendiriciye iliskin temel basarim parametreleri agagida belirtilmistir:

Biiyiikliik Sayisal degeri Biiyiikliik Sayisal degeri
Acik ¢evrim fark 80000 ortak isaret girig 2GOhm
isaret kazanci Av direnci
yiikselme egimi SR+ 0.5V/usn ortak isareti bastirma | 9odB
oran1 CMRR(dB)
yiikselme egimi SR- 0.4V/usn cikis akimi siirlar: IOmaks = 20.5mA,
IOmin= —20.51’1’1A
baskin kutup f1 10Hz ¢ikis gerilimi sinirlarlt | Vomaks = 4.5V,
VOmin= '45V
baskin olmayan 6MHz Diyot gerilimleri Vp 0.7V
kutup f2
fark isaret giris 2MOhm giris dengesizlik 0.2mV
direnci gerilimi Vogr

Verilerden yararlanarak Peic makromodelini olusturunuz, eleman degerlerini gerekli
aciklamalar da vererek belirleyiniz.




